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Descriere:

Inventia se referd la tehnica cu semiconductori si poate fi utilizatd pentru detectarea campurilor
magnetice si electromagnetice in sistemele electronice si optoelectronice moderne.

In prezent este cunoscuti o serie de senzori de cAmp magnetic, printre care:

— magnetorezistoare care 1si schimbd rezistenta interioard numai sub actiunea cAmpului magnetic,
deci, semnalul de iegire poate fi modulat numai de intensitatea cdmpului magnetic si de tensiunea de
polarizare, de asemenea acest senzor are sensibilitate redusa [1];

— senzori de cAmp magnetic pe bazd de magnetodiode, care au aceleasi neajunsuri ca si primii,
sensibilitatea fiind la fel insuficienta [2];

— senzori de cadmp magnetic de tip magnetotranzistor bipolar, care are sensibilitate suficientd,
dezavantajul fiind acela cd 1si schimba conductibilitatea numai sub actiunea campului magnetic si nu
reactioneaza la alti factori exteriori cum ar fi radiatia optica [3].

In calitate de cea mai apropiati solutie a fost luat senzorul ce functioneazi pe baza efectului Hall
[4]. Senzorul de tip Hall include stratul activ n%(p?) format pe un substrat semiizolator i are dous
contacte ohmice de alimentare si doud contacte ohmice de inregistrare a tensiunii Hall.

Dezavantajul acestui senzor constd in lipsa posibilitdtii moduldrii semnalului de iesire cu ajutorul
semnalelor optice, deci, semnalul de iesire poate fi modulat numai cu ajutorul tensiunii de alimentare
sau a campului magnetic.

Problema pe care o rezolva inventia este crearea unui senzor multifunctional, ce poate detecta
semnalele optice, electrice §i magnetice.

Conform inventiei, problema stipulati se solutioneazd prin aceea cd senzorul fotoelectromagnetic
include un strat activ semiconductor de tip n(p°) depus pe un substrat semiconductor semiizolator, pe
stratul activ fiind depuse contacte ohmice de alimentare §i contacte ohmice pentru inregistrarea
tensiunii Hall. Pe stratul activ n( po) este depus local un strat semiconductor p*( n*), pe care este
format un contact ohmic, cu posibilitatea iluminrii stratului p* (n*).

in asa mod, tensiunea Hall depinde nu numai de intensitatea cAmpului magnetic si de valoarea de
alimentare, dar si de urmdtorii factori:

— polaritatea si valoarea tensiunii de alimentare a jonctiunii p-n;

— intensitatea fluxului optic incident;

— lungimea de unda a fluxului incident;

— frecventa semnalului optic incident.

Rezultatul constd in modularea semnalului de iesire cu ajutorul semnalelor optice, campurilor
electrice §i magnetice.

Inventia se explicd prin figurd, care reprezintd structura senzorului electromagnetic. Ea constd din
substrat semiizolator 1, strat activ 2 de tip no(po), strat 3 de tip p*(n*) format local, contacte de
alimentare 4 si 5, contacte 6, 7 pe care se inregistreaza tensiunea Hall i cu contact 8 cu ajutorul caruia
se aplicd tensiunea de polarizare a jonctiunii p-n. Stratul 9 reprezintd stratul de sarcind spatiald a
jonctiunii p-n.

La aplicarea tensiunii de alimentare la contactele ohmice 4 si 5 prin stratul activ 2 curge curentul de
lucru. In prezenta unui cAmp magnetic pe contactele ohmice 6 si 7 apare tensiunea Hall, valoarea cireia
depinde de tensiunea aplicatd si de intensitatea cAmpului magnetic. Jonctiunea p-n formatd local
curentul de lucru a senzorului se méreste cu valoarea curentului injectat prin jonctiune. La polarizarea
inversd curentul de lucru se micsoreazd, deoarece stratul de sarcind spatiald 9 se extinde in stratul
n°(p°), blocand scurgerea curentului de lucru prin stratul activ 2. In aga mod, tensiunea Hall, inregistrats
pe contactele ohmice 6 §i 7, poate fi modulati cu ajutorul semnalelor electrice aplicate la contactul 8.

Deoarece jonctiunea p-n are fotosensibilitate selectiva (lucreazi ca o fotodioda selectiva), tensiunea
Hall se moduleazi si cu ajutorul semnalelor optice incidente pe stratul p*(n*) 3. In acest caz, curentul
de lucru se mireste cu valoarea fotocurentului jonctiunii p-n, care depinde de intensitatea fluxului
incident, frecventa fluxului incident, lungimea de unda a fotonilor incidenti. Un alt avantaj major al
senzorului fotoelectromagnetic, care il transforma intr-un dispozitiv multifunctional, este ci, in functie
de necesititi, el poate functiona separat ca senzor Hall obisnuit, fotodiodd, magnetorezistor, magneto-
dioda.

Exemplu de realizare a inventiei

Pe un substrat semiizolator 1 GaAs, prin metoda epitaxiei din fazd lichida, se formeaza un strat 2
n’ GaAs cu grosime de 2-4 pm si concentratia purtitorilor de sarcind n°=10" c¢cm?, un strat 3
p* Al,Ga; zAs de aceeasi grosime cu compozitia in intervalul 0,3<x<0,8 si concentratia purtitorilor de
sarcind p* = 10" em®. Utilizand metoda de fotolitografie, stratul 3 se corodeazi de pe suprafata
stratului 2 cu exceptia unei regiuni locale, iar contactul 8 se formeazi periferic pe stratul p*. Contactele
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ohmice 4-8 se formeazi folosind metoda depunerii termice in vid a Ni. Dimensiunile stratului activ
sunt 2 x 10 mm, dimensiunile stratului 3 sunt 2 x 2 mm. Contactele ohmice 5 si 4 au dimensiunile 2 x
0,5 mm si grosimea 0,1 mm. Contactele 7, 6 au aceeasi grosime si dimensiunile 0,5 x 0,5 mm si sunt
plasate la o distantd de 3,0 mm de la contactul 5. Fotosensibilitatea jonctiunii p-n este determinata de
compozitia stratului Al,Ga;,As (valoarea lui x).

(57) Revendicare:

Senzor fotoelectromagnetic, care include un strat activ semiconductor de tip 2°(p%) depus pe un
substrat semiconductor semiizolator, pe stratul activ fiind depuse contacte ohmice de alimentare i
contacte ohmice pentru inregistrarea tensiunii Hall, earacterizat prin aceea ci pe stratul activ n’( po)
este depus local un strat semiconductor p*(n*), pe care este format un contact ohmic, cu posibilitatea
ilumindrii stratului p* (n*).
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